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(T^Antonno T.xr nchrero Enipfanrrsbereiche m-it elol;:tron?.F.chcm Verstarker, 
'lie- .lie rorni cincs '.Unols oder UTononols; auxweist imd in eineri unteren* 
■and eine:r, oberen Prequen^bereich ejnr^fan-t, v/obei die Lcince dos Diools " 
G ior -onor>ol3 sehr l:urs rerex^ber dcr V/allcnlah/jD ;3cg untercn li^requcns- 
berc vchoc; T^t und dcr -it dea Ein;janr der elektronischen iVerstiirlc^r- 
c^-.hiai.v.r- in dcr Vorn verbandea ist, daG die Sigint-le beider Preqiicnz- . 
berclche von de-: Ancchlunsen des Dii^ois oder UonoT)ols iiber eino Trenn- 
:::-aziU-t (J 5) un-l einer LOnc-slnduktivi tilt (L 1) ua die SteuerstreclLe 
■vines -or;:j1::;:i flel'-trr-nisciicn YerRtiirkorelecientc (V 1) mit hochoteic ka- 
r.-ritivc^n 3incanr flJertruc^ii'i v/erden, v/obei die. Kan -.Kit iit des Dinols 
odfrD- iDiionclrs (CI), -^ic L?ln-Gin:Ulc tivlui (L 1), die Einiianr:skanasi- 
t-it 3), b',-i3ni-ils-:;eise eines i^^eldef f ekttransistors , und ^/.'eiterc . 
r/:;ir;c>:-vr: BO^nc-ni Source und dera P.ezu£:sr^o tc-ntial angeordnete Imi^cdanr^en 
rrequer.r.beGliir'^-onde Bcstan.lteile eines Schv/inn-.kroises des oberen ?re- 
qucnsberoiohon sind and dio Auxtrennung der S-'f nale cles untcren uhd 
o'ocrcr. Prequenz'' erc5-ches auf ^:etrennte Ubertrac:un£cs'^'ege am Aussang 
■on er.-^to". ele::tronicchen Ver.ntar::erel-3n\ents (V. 1) derart ^rfolgt, daCi 
'3 *.-. 35.:-:-;..le des untc-'cn ij^oqwcnsbereichop-. mi ttslr. einer Indulttivitat 
(L 3), :lio die Zlrnde des oberen ^requon^bereichcs v/eitrehend soerrt, 
;..:r. 3o'arco bciL^riclr.v.-eisc eines peldeffelcttrancistors (V 1) ausfrekonnelt 
wcrdcn, r; ^. i: e n n s e i o Ii n e t d a d u r c h , daB die Signale 
doG obo^.^or. F-rer;uen2berciches ara Sovirce nittels einer Kai^azitat 
die r>±rn-?.le dec unteren ii'requensbereiciies weit^^-ehcnd srjerrt, aus- 

r:.-lccr>-elt v'?rden und :;v;ischevi Source urid Drain des Peldef f ektti-arisi- 
storr-. (V 1) eino im oberen Prequenzbereich v/.esentlioh niederohmi£ere 
Ir.medr-nz {:i 7) ale alle andersn im Drain- und- Sourcezvreig v/irkeuden 
Ir.-^edann'sr. rcschaii-t ist, die in Par allelschal tunc mit der Auskonnel- 
ka-^azit::.t (C G) desi oberen Prequenzbereiches im unteren Prequenzbereich 
noch eiiiC: an:V.reichcr.d hochohrni^.e Imnedanz cercnaber der Ljin^angsimne- 
dans d'i.r, '7";ocrt-''::runi*3V/C£:es des unteren Prequenzbereiches aufweiGt, und 
•I'll? f 0 v.^:? 5i-* In ^ev Drainraileitun^ :lec Peldef f ekttransistors befind- 
15ch- ir..-.- ::.iivc Ir.-^edanz (L 6) so ^estaltet ict, daS sie ±\r oberen 
i»'re';u::iinbo?-.ich raiciioeichcnd hochohrhic ir-t, im unteren Prequenz'.rereich 
uusreic;::ond nioHt-roanir ist, und. da B die Gntc des durch diese und den 
Or-i'ii cler "j^clde rrcl:ttran.:i.*:torc (V 1) 7*irl:sar.Kin ICanazitilten rebil- 
:.. i:c:i ^'.-.ra? lols-'*:7.*j n-'.:roi::en iiuf dcr ^.o Jonansf r-^qaehz so- niedrirf. ist, 
dni? *- i:"« 0 7..:lllit-ru:i dcr Stare mx l Gicharhcit vermiedcn v/ird. . 
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2. Antenne nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, 
dafi die AuslcoonelkaT>azitat (C 6, Pig. 5) direkt mit dem Eingang des 
Verstarlcers fiir den oberen Prequenzbereich verbunden ist. 

3. Antenne nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, 
daB anstelle der Auskoonelkanazitat eine KaoazitaLt (C 9, Pig. 6) auf 
Bezugsnotential geschaltet ist und der Eingang des Verstarkers des 
oberen Prequenzb ere ic ties iiber eine Trennkanasitat am Source des Peld- 
effekttransistors angekonnelt ist, wobei die Eingang simnedanz des 
Verstarkers des oberen Prequenzbereiches im unteren i?'requenzbereich 
hochohmir. sein rauQ. 

4. Antenne nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, 
daB zwir.chen der AuskonpelkaDazitat (C 6, Jj'ig. 7) und dem BezugSDoten- 
tial eine Induktivitat (L 4) geschaltet ist und parallel zu ihr der 
Verstarker des oberen Prequenzbereiches angeschlossen ist# 

5. Antenne nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, 
daB die sich an die Auskonoelka-nazitat (C 6, Pig. 8) anschlieSende 
Schaltungsanordnung so gestaltet ist, daB zwischen den Anschlussen 

der nassiven Antenne und den Anschlussen des Verstarkers fiir den 
oberen i^'requenzbereich eiri Bandt'ilter rait induktiver PuB^unktkonnlung 
realisiert ist. 

6. Antenne nach Punkt i, gekennzeichnet dadurch, 
daB die sich an die Auskor>Delkanazitat (C 6, Pig. 5) anschlieSende 
Schaltungsanordnung so gestaltet ist, daB zwischen den Anschllissen 

der nassiven Antenne und den Anschlussen des Verstarkers fur den 
oberen Prequenzbereich ein Bandlilter mit beliebiger Kontjlungsart 
realisiert ist. 

7. Antenne nach Punkt 1bts6, gekennzeichnet da- 
durch , daB zwischen den Selektionsmitteln und dem Jiingang des 
Verstarkers fiir den oberen Prequenzbereich v/eitere das Ubertragungs- 
verhalten und den Signal-Kausch-Abstand verbessernde Iranedanzen ge- 
schaltet sind. 
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•S. Anten^'c nach Puakt l^^ekenRzelchnet dadurch, 
daS die Tni'^cdanK z-*lschen Drain iind Source des Feldef f ekttransistors 
elne Kapczitilt (G 7, FiG* 8) ist. 

9. Antc>-ne nach Punlct 1,£;;ekennze ichnet dadurch., 
da? die Tmoedanz zv/ischen Drain und Source des Peldeff ekttransistors 
ein Reihenschvjingkreir -Lst. 

10. Antcnne nach Punkt 1,gekennzeichnet dadurch, 
daS die Olite der in der Drainzuleitung des Peldeff ekttransistors be- 
fineiichen Induklivit£t durch Parallelschaltting eines V/iderstandes 

(.1 3, x^T.r. e) verrincc3?t v/ird. 

11, .'intennc nach Punkt 1, eekennz. eichnet dadurch, 
da3 cine Schutzdiode zwischen clem Gate des Peldeff ekttransi stors (V 1, 
p-^.r, 8) un-.i dem von Source abgev/andten AnschluB der Auskonnclkaiaanitat 
(C r> ) ein^eschaltet ist. 
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a) Titel der Erfindune 

Anteniie fur raehrere iSnmfanfrsbereiche mit elektronlschem Verst^rker 

b) Amvendiinrsrebiet der Erfinduiig 

Die Erfjjidunr betrlfft eine Aiitenne fiir mehrere Emnfan£:sbereiche ' 
mit elektronischem Verstarker, die die. Form eines Dipols oder 
ronoDols aufweist und in eiuem anteren und einem oberen Frequenz- 
bereich emnfan: t, wobei die Lan-e des Dipols oder ronoT)ols sehr 
kurz eeGenliber der Wellenlane-e des unteren iVequenzbereiches ist. 
Die erfinduncsr.emaBe elektronische Anten-^e ist beist^ielsweise als 
elekironische Autoaiitemie, als elektronische Anteune fur Heim- und 
Reiseemnfan^er und fiir sonstige Emofaneszwecke in einem pberen und 
unteren j«*requenzbereich anwendbar. 

c) Charakteristik der bekannten technischen Lbsun^-en 

Pur den Emnfanc des amolitudenmodulierten Rundfunks im Lan^-, rit- 
tel-, Kurzwellenbereich ( U.TK-Bereich) und des f requenzmodulierten 
Rundfunks im Ultrakurzwellenbereich (UKW-Bere ich : werden zunehmend 
Antennen in l^^orm eines h^ononols, dessen Lan^e imUlK-Bereich sehr 
kurz cecenuber der Wellenlanre ist und der mit eincr elektroni schen 
Verstarkersciialtunr- zusammenw^" rkt , verwendet. Oft sind zur Verstar- 
kung der Sip-nale in den beiden Prequenzbereichen getrennte Ubertra- 
e:uncswe£:e vorgesehen. 

In den Anmeldun'ren DE-AS 19 19 749 und DE-AS 23 10 6lo ist an den 
WonoDol eine Prequenzv/eiche angeschlossen, an deren Ausgrance die 
Ubertragungsweg-e fur den UKW- und den InV-K-Bereich ang eschlossen 
sind* 

In der DE-AS 19 19 749 wird der Ubertra^uncswe^ fiir den LP.'^K-Bereich 
uber eine Induktivitat und der Ubertragunrswe^v fUr den UIW-Bereich 
uber eine Katsasitat an den T'^onopol an^eschlossen. Diese Schaltun£ hat 
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flir den Emrfanc des LliK-Bereiches Uachteile. Entsprechend I«*ig. 1 
liegt der Ko?iT\elkondensator C 2 fur den UKW-Bereich parallel ziun 
iSjinrrane des tlbertrac:ungsweees fur den UJK-Bereich, well der Ein- 
ganc des ttbertragungsweges fiir den UKVY-Bereich iinmer eine Soule L 2 
als Bestandtell eines Parallclresonanzkreises enthait. 

P,TC:. 2 zeir.t vereinfacht das Ersatzbild der Anordnung nach Fig. 1, 
v/ie as bei Emnfang des LTIK-Bereiches wirksam ist, 

Der kurze EmnfangsnionoT^ol wirkt v/ie eine Signalquelle rait der Sig- 
nalsnannung = E • ^eff • deren Quellwiderstand aus der Antennen- 
kanazitat C 1 und einem sehr kleinen, fiir diese Betrachtung ver- 
nachlassigbaren, Re ihenwi der stand besteht^ 

E = elektrische Peldstarke am Ort der Antenne, ^^^^ = effektive 
Ilohe des r!onot)ols* 

In Serie zu C 1 lie^t bei Emtifang des LLTK-Bereiches die Ankoppel- 
kanazitat C 2 fur den UICvV-Bereich und parallel zu ihr die Eingangs- 
imnedanz der elektronischen Verstarkerschaltung, die beisnielsv/eise 
bei Ver-wenduns eines Feldef f ekttransistors im wesentlichen aus ei- 
ner Kanazitat G 3 bcsteht. C 1 bildet zusammen mi.t 3 2 und G 3 einen 
kai^azitiven Snannungsteiler, so dafi die SteuersT>annung Ug^ fiir die 
elektronische Verstarkerschaltung v/esentlich kleiner als Ug ist, 
so bald die Summc von C 2 und G 3 grbBer als V 1 ist. 

CI 

^st ^ 

^ G1+G2+C3 

Besonuers bei Icurzen r.!onor)olen ist die Katiazitat C 1 sehr klein, so 
dan di3 Steuersnannun£:: U^^ fur deii Um-Bereich bei relativ groBem 
G 2 und G 3 merklich verkleinert v/ird. Das zei^^t, daB bei einer ka- 
rkazr- tivcn Ankopj;^lunc des Ubertragungsv/eges fiir den UIC<V-Bereich die 
Em-ofindlichkeit der elektronischen Antenne im IJvIK-Bereich ungiinstig 
beeinfluBt v/ird • 

Fur den Pall der Ubertragung des UKV/-Bereiches ist das in Pig. 3 
gezei£:te Ersatzschaltbild wirksan. Bei den meisten elektronischen 
Antennen mit ^.etrennten Ubertragungswegen fiir UlIK und UK?// ist zur 
^gleichmaBigen Ubertra£unf des UK\V-Bereiches ein Bandfilter reali- 
siert. Der Prinarkreis wird aus der kanazitiven Quelliranedanz der 
Antenne R 1/C 1, aus L 1 und der im v/esentlichen aus einer Kapazi- 
tat C 3 bestehenden Sin£:angsiranedanz des Verstarkers fiir den LP.1K- 
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Eereich gebildet, Der Sekundarkreis besteht aus L 2 \ind C 4 sowie 
der Eingangsimpedanz des sich anschlieBenden Ubertragungsweges fur 
den DKV/-Bereich. Durch C 2 ist das Filter kapazitiv gekoDpelt, Wie 
eben dargestellt, ist diese KoDpelkaoazitat schadlich fiir den Emo- 
fang des Ds/K-Bereiches. 

In einer weiteren, in der Anmeldung DB-AS 23 10 616 angegebenen 
LcSsung, kann die Belastungskapazitat am EingaJig des Ubertragungswe- 
ges fiir den LMK^Bereich durch eine transformatorische AuskoDDlung 
der Signale des UKW-Bereiches verringert v/erden. Pig. 4 zeigt das 
Ersatzschaltbild, wie es fiir die Ubertragung des UKV/- und LMK-Be- 
reiches wirksam ist. Die urimare und sekundare Resonanz erlaubt 
eine lose KopiJlung der Suulen. L 1 und L 2, d. der Abstand kann 
so gewahlt werden, daQ sich eine geringere kat)azitive Belastxing 
des Verstarkereinganges fiir den UKK-Bereich ergibt. Der Primar- 
kreis wird gebildet aus der kanazitiven Quellimnedanz der Antenne 
R 1/C 1, aus L 1 und der ini wesentlichen aus einer Kapazitat C 3 
bestehenden Eingangsimoedanz des VerstMrkers V 1 fiir den UaK-Be- 
reich. Der Sekundarkreis wird gebildet aus L 2, C 4 und der Ein- 
gangsimT>edanz des sich anschlieBenden Ubertragungsweges V 2 fiir 
den UKW-Bereich. Durch elektrische Pelder der AtmosT)hare, durch 
Reibungselekrrizitat oder durch Beruhrung des Antennenstabes mit 
elektrisch geladenen Krb'nern, kann die durch Funkehiiberschlage 
verursachte Wechselsoannxing den Eingangs transistor des Ubertra- 
gungsweges fur den I£!K-Bereicb zerstoren* Zur Begrenzung dieser 
Spannungen ist oft eine Schutzdiode D 1 vorgesehen. Von der Se- 
kundarseite des Ubertragers fiir den UK\V-Bereich wird eine zusatz- 
liche Impedanz zur Primarseite transformiert, die eine Verschlech- 
terung der Emnf indlichkeit im LMK-Bereich bewirkt. Darin und in 
der unvermeidbaren kapazitiven Belastung des Eingariges des Ver- 
stSrkers fUr den LMIC-Bereich durch die Kapazitat zwischen den bei- 
den Snulen des Ubertragers fiir den UKW-Bereich, liegen die Nach- 
teile dieser Lbsung* 

In der Anmeldung DB-OS 21 15 657 wird eine Schaltungsanordnung an- 
gegeben, in der die verschiedenen Prequenzbereiche gemeins^m in . 
einem Peldef f ekttransistor verstarkt werden, und die Auftrennung 
auf verschiedene Ubertragungswege derart erfolgt, daB am Source 
der untere Prequenzbereich und am Drain der obere Prequenzbereich 
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ausgekoT>Tielt werden. Durch die Auf trennung ..der Signale des ©"beren. • 
und unteren Prequenzberelches auf getrennte Ubertragungswege am- 
Ausgang eines Peldeff ekttransistors wird.-die p* g« zusatzllche lea- 
razitive BeleistuiiE am Gate des Feldef f ekttransistors vermieden und 
d±e Enmfindlichkeit ±m unteren Prequenzbereich verbessert. Scbaltungs 
anordnungen, in denen die 5ignale der verschiedenen Prequenzbereiche 
in aktiven Eleraenten e:emeinsarn verstarkt werden, weisen jedoch gegen^* 
liber den beschriebenen Schaltungsanordnungen mit getrennten Uber^- . 
tragungswegen u. a. v/esentlich schlechtere GroBsignaleigenschaf-, 
ten auf, da durch die Nichilinearitat der Ubertragungskenrilinle 
sich die Signale des oberen und unteren. Prequenzbereiches unterein- 
ander storen, so daB die Nachteile insgesamt iiberwiegen. 

Die in der Punkschau 1976, Heft 14, Seite 578 ... 580 angegebenen . 
Schaltun/Ts-nrinzinien renrasentierjen den derzeitigen technischen 
Stand elektronischer Autcantennen. Es sind die besonderen Probleme 
der Auftrennung der Sie:nale der verschiedenen Prequenzbereiche auf 
getrennte Ubertragungswege anschaulich dargestellt. In dieser. Ver>- 
6ff entlichung sind bekannte Autoritaten der Pachwelt der Auf fassung^ 
dafi eine weitere Verbesserung der Empfindlichkeit . elektronischer 
Autoantennen im UilK-Eereich bei gegebener LaLnge des Antennenstabes 
nicht raehr moglich ist. 



d) Ziel der Erfindun^ 

Ziel der vorlicr^enden Erfindung ist es, die Emi^f indlichkeit elek- 
tronischer Antennen, die in einexn unteren ixnd einem oberen Prequenz- 
bereich, beisriielsweise im IMK- und UlttV-Bereich, erarif angeh, gegen- ' 
iiber elektronischen Antennen mit einer Prequenzweiche zwischen aiif— 
nehmenden Antennenelement und den Verstarkern fiir unterschiedliche 
Prequenzbereiche, im unteren Prequenzbereich zu verbessern und 
gleichzeitip die plinstigen GroBsignaleigenschaf ten dieser bekanhten 
Lbsunf^.en mit getrennten Ubertragungswegen zu erhalten. 

e) Darlec.unc des V/esens der Erfindung 

Aufcabe der Erfindung ist es, bei elektronischen Antennen, bei . 
denen die Signale des oberen und unteren Prequenzbereiches jgemein- . 
sam einem ersten elektronischen Verstarkerelement zugefuhrt w'er- 
den, eine gemeinsame Verstarloing der Signale beider Prequenzbe- 
reiche in diesem elektronischen Verstarkerelement zu vermeiden. 
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bie Aufgabe wj rd bei der Antenne Tiir roehrere Emnf angsbereiche init 
elektrouischeiD Verstarker, die die Form eines DIdoIs oder Mononols ' 
aufweist und in einem unteren und einem oberen Frequenzbereich emn- 
fangt und bei der die Lange des Dirols oder TJonoDols nehr kurz gegen- 
iiber der Y/elleniange des unteren Frequenzoereiches ist und die Auf- 
trennunc der Signale des unteren und oberen Prequenzbereiches auf 
getrennte Ubertra5Xingswe«;e am Ausgang des ersten elektronischen Ver- 
starkereleraents derart erfolgt, dafl die Signals des unteren Prequenz- 
bereiches mittels einer Induktivitat , die die Sigruile des oberen Pre- 
quenzbereiches weitrehend sxjerrt, am Source beispielsv/eise eines 
Peldeffekttransistors ausgekontielt werden, dadurch geldst, daQ die 
Signale des oberen Frequenzbereiches ebenfalls are Source mittels 
einer Kanfcizitat, die die Signale des unteren Frequenzbereiches weit- 
gehend snerrt, ausgekonnelt werden und zwischen Source und Drain des 
Feldeff ekttransictors eine im oberen Frequenzbereich wesentlich nie- 
derohmigere Imrkedanz als alio anderen im Drain- und Sourcezweig- wir- 
kenden Imnedanzen geschaltet ist» 

Diese Imr^edanz muB andererseits in Parallelschaltung mit alien an- 
deren zv/dschen Source und Bezugsnotential wirksamen Irai^edanzen im 
unteren Frequenzbereich gegeniiber der Eingangsimnedanz des Uber- 
tragungsweges fur den unteren Frequenzbereich ausreichend hochohmig 
sein, um negative Auswirkungen auf den Frequenzgang der Verstarkung 
in diesem Frequenzbereich zu vermeiden# Erforderlich ist o» g. Iin- 
T>edanz zwischen Drain und Source, um durch den Feldeff ekttransirjtor 
verstarkte Strbme des oberen Frequenzbereiches im Sourcezv/eig durch 
annahernden KurzschluB der Drain- Source- St recke weitestgehend zu 
unterbinden, so daB ihr EinfluB auf das Obertragungsverhalten des 
Dbertragungsweges fur den oberen Frequenzbereich vernachlassigbar 
ist. Diese Iranedanz kann beisnielsv/eise eine Kanazitat oder ein Rei- 
henschwingkreis sein. Perner ist in die Drainzuleitung eine induk- 
tive Imnedanz zu sohalten, die im oberen Frequenzbereich ausrei- 
chend hochohmig, im unteren Prequenzoereich ausreichend niederohmig 
ist. Sie gev/ahrleistet , daS die Reihenschaltung der Tmoedanz zwi- 
schen Drain und Source des Peldef f ekttransis tors mit der in der 
Drainzuleitung eingeschalte ten Imnedanz im oberen Frequenzbereich 
hochohmig ist und dadurch das Ubertragungsverhalten fiir den oberen 
Frequenzbereich nicht beeinfluBt.. Im unteren Frequenzbereich ist- 
die Imnedanz dieser Induktivitat vernachlassigbar, so daS der Peld- 
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errekttransistor in Drainschaltunc arbeitet. Die induktive Imnedanz 
in der Drainzuleitune ties Peldef f ekttrans^ stors bildet susanynen mit 
den zv/ischen Drain und Bozugspotential wirkenden Katiasit.aten einen 
Parallelscbwinckreis. Die Resonanzsnannung dieses K-reises wird uber 
die Irmedanz zviischen Drain und Source auf die Sourceelektrode 
ruckeekonnelt, so daB die Schv7ingbedine:ung erfiillt sein kann. Das 
Oszillieren dieser Slure kann rait Sicherheit verndeden y/erden; 
Y/enn die Giite o. rr,. Schv;in£^kreises ausre3.chend verrin(3;ert v;ird. 
Das Tst noclich, indem der Induktivitat ein V/iderstand narallel 
£feschaltet ?;ird. 

Im Pall der Ubertra^un^ des oberen Frequenzbereiches erv/eist es 
sich hinsichtlich Ennf indlichkeit und Selektion als vo'rteilhaf t, 
die sich an die Auskonnelkanazitlit anschlieSende Sohaltun£; so zu 
cestalten, dafl sie zusa'-raen mit der kanazit jven Quellimnedanz der 
Antenna, mit einer Trennkanazitat und einer Induktivitat zwa schen dem 
Gate des Peldef f ekttransis tors und den T>assiven Antennenelement , 
der Einr.ancskanazitat des Peldef f ekttransistors und der Auskot^pel- 
kanazitat einen Schv/ingkreis oder ein Bandfilter ergibt und die 
Anschaltun/r an den Transistor des Ubertragungsweges fur den oberen 
Prequenzbereich so erfolgt, daS ein gunstiger Signal-Rausch-Ab- 
stand ersielt 'jvird. Je nach geforderter Bandbreite und GleichmaBig- 
keit der Verstarkung im Ubertragungsbereich gibt es verschiedene 
LTdclichkeiten zur Gestaltung der auf die Auskonpelkanazitat fol- 
genden Schaltunr des tibertragungsweges fur den oberen Prequenzbe- 
reich. 1st das Ubertracungsverhalten eines iiinzelkreises ausrei- 
chend, so kann im einfachsten Pall der Eingang des • Verstarker- 
transistors des oberen Prequenzbereiches mit der Auskopnelkana- 
zitat verbunden warden. Seine Eingangsimt)edanz ist damit Bestand- 
teil des Schwingkreises fur den oberen Prequenzbereich. 
V/eitere Llbclichkeiten zur Gestaltung des tibertragungsverhaltens 
und des Signal- Rausch-Abstandes im oberen Prequenzbereich erhait 
man, wenn ans telle der Auskonnelkaoazitat eine Kanazitiit direkt 
Oder die Auskoir^nelkanazitiit Uber eine Induktivitat auf das Be- 
zugSTJotential geschaltet v/ird und der Eingang des Versta!rkers • 
fur den oberen Prequenzbereich oarallel zu dieser Kanazitat oder 
jiLXX dieser Induktivitat angeschaltet wird. Die Verwendung eines 
Einzelkreises zur Selektion und Transformation, hat auf der Reso- 
nanzfrequenz den Vorzug der geringeren Einf iigedamofung als ein 
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Bandf liter. 8ei groQerer geforderter Bandbreite im oberen Prequenz- 
bereioh, beispielswelse beim UKIY-Bereich, erweist es sich als vor- 
teilhaft, zwischen nassiven Antennenelement und dem Verstarker fiir 
den oberen Prequenzbereich ein Bandfllter mit kritischer oder leicht 
Uberkritischer Konnlung einzufUgen. Fiir die Realisierung gibt es 
vielfSltige Hoelichkeiten. £s kBnnen alle bekannten Konolungsarten 
angewandt warden. 

Gegenuber der Anmeldung DB-AS 23 10 b16 ist zur Gestaltung d^s Uber- 
traeunesweges fUr den oberen Prequenzbereich ein wesentlich hoherer 
Preiheitsgrad gegeben. 

Zwischen o. g. Selektionsmitteln und dem Eingang des VerstSrkers 
fur den oberen Frequenzberelch kbnnen weitere das Ubertragungsver- 
halten und den Signal- Rausch-Abstand verbessernde Impedanzen ge- 
schaltet warden. Die Diode zum Schutz des Peldef f ekttransistors 
vor hohen Snannungen laat sich vorteilhaft auch zwischen Gate des 
Peldeffekttransistors und dem Blngang des ttbertragungsweges fur 
den oberen Prequenzbereich schalten, wenn dieser durch eine Snule 
gerlnger Induktivitat mit dem Bezugspotential verbunden ist. 

Mit der hier vorgeschlagenen erf indungsgemSBen Schaltungsanordnung 
ergeben sich weitere Verbesserungen gegenUber bekannten Schaltungs- 
anordnungen, so da8 das bisher bestandene Vorurteil der Pachwelt 
mit der Losung als ausgerSumt gelten kann. Das wesentliche Merkmal 
der Ubervvindung liegt darin begrUndet, daB ^m^MntaBBBewBEi die Sig- 
nale des oberen und unteren Prequenzbereiches Uber einen gemeinsamen 
tibertragungsweg unter Vermeidung zusatzllcher Belastungskanazitaten 
zum Gate eines Peldeffekttransistors oder eines ahnlich wirkcnden 
VerstMrkerelements gelangen, der erf indungsgemaQ im oberen Prequenz- 
bereich durch ausreichend niederohmigen NebenschluB zur Drain-Source- 
Strecke, zwischen Gate und Source wie eine Kanazitat wirkt, die Be- 
standteil eines selektiven, linearen Ubertragungsnetzwerkes des obe- 
ren Prequenzbereiches ist, in dem keine Verstarkung auftritt. Da im 
Gegensatz zur Anmeldung DE-OS 21 15 657 nur der untere i-requenzbe- 
reich im ersten elektronischen Element verstarkt wird, werden nicht- 
lineare Effekte wesentlich verringert, wo durch die Schaltungsanord- 
nung wesentlich gunstigere uroQsignaleigenschaf ten gewahrleistet. 

Im Polgenden wird die Erfindung an AusfUhrungsbeisnielen naher er- 
ISutert. 
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j»ir-.. 5 zcift cl7.e Schaltungsanordnune der erf indnngsgcniaBen Lasting 
mit rainimalcm Aufwand. Fur den Pall der Ubertraeunc des oberen I're- 
quenzbereichcs nind die kanazjtive Quellinmedanz des T)assiven An- 
tennenelemcnts C 1/R 1, die l-rennlcapasitat C 5, die ICreisinduktivx- - 
tat L 1, die bin£:an::Skanazitat des Peldef fekttransistors C 3, die 
AuGkoT^T>elkaT)azitat C 6 und die Eingangsimnedanz des sich anschlies- 
sendon Ubertra£:u3icsv;e£'.es des oberen Prequenzbereiches Bestandteile 
eines Schwinckreices. Im einfachsten ?all wird der VerstSLrkertranr 
s3stor fur den oberen Prequenzbereich direkt an die Auskontielkana- - 
zitt.t Z 6 anceschlossen. Damit ict seine Einganssrimnedanz Bestand- 
teil o. g. Schv/ingkreises, C 7 bildet im oberen Fi^equenzbereich 
eineii ssehr niederohmi^en KebenschluB zur . Drain- Source-Strecke des 
Feldeffekttransistors V 1 und unterbindet damit v/eitestgehend, daB 
durch den i^eldof f ekttransistor V 1 verstarkte. Strbme des oberen 
ii'requer.zbereiches r,v;iGchen Source und Bezues-ootential flieBen. 
Bei freeirneter rnensionierung des Widerstandes R 3 wird das Os- 
zillicrcn diwser Stufe unterbunden, Perner ist die Reaiienschaltung 
von C 7 und L 3 im oberen Prequenzbereich noch ausreichend hochr- 
ohmi£^, so daO keine v;esentliche Beeinf luBuirig des Ubertragungsweges - . 
des oberen i-^requenzbereiches auftritt. Fiir den Fall der Ubertrasung 
des unteren Prnquenzbereiches sind die Imnedanzen der Induktivi- 
taten Li, L 3, L 6 und die der Ka^^azitaten C 6 und C 7 vernach- 
lasGigbar, so daB der Peldef f ekttransxstor V 1 in Drainschaltvmg 
arbeftc t. An Sourcewiderstand R 2 wird das Signal des unteren Pre- 
quenzbereiches liber C 8 aus^rekor^nelt. 

'.Veitere Ilo^lichkeiten zur Gestaltung des Ubertragungsverhaltens 
und des S:?gnp.l-Rausch-Abstandes im oberen Prequenzbereich erhalt 
man, v/enn v/ie in Pig. 6 anstelle der Auskonrjelka-oazitat eine Kapa- 
zitilt C 9 auf Bezugsnotential geschaltet wird und ijarallel zu die- 
ser Ka^L.zitat der Verstarker fiir den oberen Prequenzbereich ange- 
schlossen v;i?-d, der bei dieser Schaltxingsvariante im unteren Pre- 
quenzbereich hochohmig sein muB. 

Entr.nr :chcnd Fig. 7 wird in Reihe zur Auskopnelkat^azitat C 6 eine 
Indulrti vitiit L 4 auf Bezugsnotential geschaltet. Parallel zu L 4. 
v/ird der Verr^tiirker fiir den oberen Prequenzbereich angeschlossen. 

In Pig. 8 ist der Ubertragungsweg des oberen Prequenzbereiches als 
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Bandfiltcr mlt induktivor l^iBnunktkonnlung aus^icfuhrt. Der P-'^imar- 
kreis v/ird aus den bcreits bei der Bcschreibung der ^'i^. 5 genannten 
Bestandteilen und der dem Primar- und Sekundarkreis £:eme.i.nsamen In- 
duktivitm L 4 ^cbj Idct. Der Seloindarkreis besteht auBerdem au£3 L 5, 
C 4 und der Ei nrancsinr^edanz des * Verstarkers fur den oberen i«»requcnz- 
bereich. 

Die D-«ode D 1 kann in dicsor Schaltunfsanordnunr hinsichtlich des 
Ubertra£?.unrsverhaltens im oberen Frequenzbereich vorteilhaft zwischen 
der Verbindun£i;sstelle von C 6 und L 4 und. den Gate des L'eldeffokt- 
transifstors V 1 ceschaltet v/erden. 
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